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超伝導状態に及ぼす磁性原子の影響

栗 原 清

ErRh4B4は温度 を下げたとき,T1-8･7Kで常伝導状態から超伝導状態-転移 し,

さらに温度を下げるとT2-0.9Kで超伝導状態から強磁性状態-転移する｡ T2での転

移は磁気的オーダーの出現によりクーパー対が壊 されるために起こるものと思われる｡

本研究は上の現象を理論的に解明することである｡そこで自由エネルギーを超伝導状

態を示す orderparameterと,強磁性状態 を示す Orderparameterの2つで展開し,両者

の相互作用を示す量をParameterとして,転移の様子を示した｡このとき相互作用のある

範囲において normal→Super-,Mixed→MagneticState-の転移が起こる｡また相互作

用が大きくなるとT2 は減少し強磁性-の転移温度は増加することが理解された｡

GaS単結晶の結晶成長とその物性

佐 々 木 俊 一

硫化ガリウム (Gas)は,紫～青色光に比較的大きな光導電の感度を示す層状化合物半

導体である｡化学輸送法で得 られる GaS 単結晶が薄片状であるため,そのままの状態

で受光素子にすることが可能である｡また,結晶成長方法によってn型及びp型両方の
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伝導型の結晶が得られフその結晶の禁止帯幅が約 2.5【eVjであることから,青色の発光

素子の可能性 も秘めている｡

本研究では,GaS単結晶をヨウ素を用いた化学輸送法で結晶成長し,主にその光導電

特性の測定を行 った結果次の事がわかった｡

(1)成長時のイオウ蒸気の濃度により,結晶の光導電分光感度のピークが420【nml付近

(ピークⅤ)と,470【nm]付近 (ピークB)に現われる｡ピークBは,イオウ蒸気濃度

が比較的高い場合に大 きく現われる｡

(2)それぞれのピークは直接遷移 (Ⅴ)及び間接遷移 (B)のバンド間遷移に起因している｡

(3)ピークBが大きくでる結晶の光導電の減衰時間 (decaytime)はそれ以外の結晶のも

のより長い｡

以上より, 470[nm]の光導電感度を増大させるのは,結晶中のガリウムの空孔 (vaca-

ncy)が補獲中心 として働 くためと考えられる｡また,その深 さは約 0.03【eV】という結

果が得 られた｡
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